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2N 1100

GERMANIUM - p-n-p - LEISTUNGSTRANS ISTOR
fllr Verastirker- und Schalteranwendungen

Mechanische Daten:
GehHMuse: Metall, TO-36

Der Eollektor ist mit dem
MetallgehBuse leitend ver-
bindén.

Mafangaben in mm.

Drehmoment bei Befestigung:
max, 22 cm*kp
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Kurzdaten:
Eollektor-Sperrapannung “Upp y = max. 100 ¥V
Eollektor-Emitter-Sperrspannung “Upp 5 = max. B8OV
Emitterstrom, Scheitelwert Ig y = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei &G = B0 °C Piot = maxs, 10 W
Sperrachichttemperatur. By = max, 95 °C
Gleichstromverstdrkung
bei -Dca =2V, =Ip = 12 A B = 20
Grenzfrequens
bei —Upp = 6V, -Ip = 5 4 Iy = 10 kHz
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Absolute Gremzwerte: (glltig bis 8; )
Eollektor-Sperrspannung bei +Ugp = 1,5 V: “Upg y = max, 100 ¥
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ugp = 0: “Upg g = max. B8OV
Basisstrom: =Ig - mAX. 4 A
Emitterastrom: Ig gy = max. 15 A
Emitterstrom, Scheitelwert: Ip u = max. 20 A
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 100 W
Sperrechichtiemperatur; #1 = max. 05 °C
Lagerungstemperatur: &s = min. -55 °C
3g = max. 95 °C
Wirmewiderstand:
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Bew g H 0,5 grd/W
Flot max
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2N 100

Hennwerte: (bei By = 25 O¢, sofern nicht anders angegeben)

Eollektor-Restatrom

bei —UEB = 2V, IE = 0z -ICB 0 = 100 |.L.ﬁ.

bei ~Ugg = 100 ¥, Ig = 0, 85 = T0 °C: -Igg o $ 16 mA

bei -Ugg = 100 V, —Ugg = 1,5 V: =Icp v = 2(% 4)m
Emitter=Reststrom

bei ~Ugg = 80 ¥V, Iy = 0: =Ign o = 1 (5 4)m
Eollektor-Emitter-Durchbruchsspannung

bei -Ig = 0,3 A, Ugp = 0: ~U(gR) cE s ° 8o v

bei -Ig = 1A, Iy = 0: -U(BR) CE 0 * 6 Vv
Eollektor-Emitter-Restspannung

bei -Ip = 12 A, -Iz = 2 A: Vo gt = 0,3 (50,7) ¥
Emitter-Leerlanfgleichapannung

bei -Ugg = 100 V, Ip = 0: T 11 s 1 v
Basisspannung

bei -Ugg = 2 V, I = 5 A: Ty e = 0,65 (30,0) v
Gleichstromverstdrkung

bei —UEB = 2 ?' —IC - 5 Az B - 28, ..850

bei ~Upg = 2 ¥V, =Ip = 12 A: B = 20
Grenzfrequenz

bei -UCE =6 V, -IC = 5 A: fB = 10 kHz
Anstiegszeit

bhei -UCE = 12 Y, _lE = 12 A, -IB = 2 Az t’l‘ = 15 e}
Abfallzeit

bei -Upy = 6V, BBE = 10 Q: ty = i5 us
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